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1.
 S

il
ic

o
n

 w
a
fe

r 
개
요

 정
의

 –
    다
결
정

 용
융

 실
리
콘
에
서

 특
정

 방
향
으
로

 성
장
시
킨

 결
정
실
리
콘

 박
판
으
로
서

 반
도
체

 소
자
의

 핵
심
원
재
료
를

 구
성

함
. 실
리
콘
은

 단
결
정
과

 다
결
정

 웨
이
퍼
로

 나
뉜
다

.

 용
도

 –
    반
도
체

 소
자

 제
조
용

 이
나

 태
양
전
지

 재
료
로
서

 광
범
위
하
게

 사
용

 장
점

 –
    원
재
료
인

 실
리
콘
은

 모
래
,  암
석
,  광
물

 등
의

 형
태
로

 존
재
하
며

 이
들
은

 지
각
의

 1
/3
정
도
를

 구
성
하
고

 있
어

 지
구
상
에

서
 매
우

 풍
부
하
게

 존
재
하
고

 있
으
며

 따
라
서

 반
도
체

 산
업
에

 매
우

 안
정
적
으
로

 공
급

 될
 수

 있
는

 재
료

 
– 

   독
성
이

 전
혀

 없
어

 환
경
적
으
로
도

 매
우

 우
수
한

 재
료
이
다

.

 
– 

   비
교
적

 고
온

(약
20

0도
)에
서
도

 소
자
가

 동
작

 할
 수

 있
다

단
결
정

 : 
 실
리
콘
의

 원
자
배
열
이

 규
칙
적
이
며

 배
열
방
향
이

 일
정
하
여

 전
자
이
동
에

 걸
림

이
 없
어

 변
환
효
율
이

 높
다

. 

제
조
방
법

 : 
 폴
리

 실
리
콘
을

 석
영
도
가
니
에

 넣
고

 불
순
물

(붕
소
,  인

)을
 함
께

 넣
어

 고
온
으

로
 용
융
시
켜

 원
주
모
양
의

 단
결
정
질

 실
리
콘

 잉
곳
을

 만
든

 후
 이
것
을

 얇
게

 절

단
한

 것
이

 단
결
정

 실
리
콘

 웨
이
퍼

다
결
정

 :
  단
결
정
질
에

 비
해

 공
정
이

 간
단
하
고

 단
결
정
질
보
다

 가
격
도

 저
렴
하
여

 널
리

 

사
용
되
고

 있
다

. 그
러
나

 변
환
효
율
은

 단
결
정
질
보
다

 낮
은

 것
이

 단
점

.

제
조
방
법

 : 
 폴
리
실
리
콘
을

 석
영
도
가
니
에

 넣
고

 높
은

 온
도
로

 가
열
하
여

 녹
인
다
음

 정
제
한

 

후
 일
정
한

 틀
에

 부
어

 응
고
시
키
는

 방
법
으
로

 잉
곳
을

 만
듬

 이
런
방
법
은

 단
결

정
제
조

 방
법
보
다

 간
단
하
여

 원
가
를

 낮
출
수

 있
고

 대
량
생
산

 가
능

 

2
. 제
조
공
정

S
ili

co
n 

W
af

er
 의

 제
조
방
법

 및
 특
성

3
. 
단
결
정

 성
장

(C
ry

s
ta

l 
G

ro
w

in
g

)

단
결
정

 성
장
은

 실
리
콘

 웨
이
퍼

 제
조
를

 위
한

 첫
번
째

 공
정
이
다

. 고
순
도
의

 일
정
한

 모
양
이

 없
는

 폴
리

 실
리
콘
이

 고
도
로

 자
동
화
된

 

단
결
정

 성
장
로

 속
에
서

 단
결
정
봉
으
로

 변
형
된
다

. 고
진
공

 상
태
에
서

 섭
씨

 1
40

0도
 이
상
의

 고
온
에

 녹
은

 폴
리

 실
리
콘
은

 정
밀
하

게
 조
절
되
는

 조
건
하
에
서

 큰
 직
경
을

 가
진

 단
결
정
봉
으
로

 성
장
한
다

. 이
와

 같
은

 성
장
과
정
이

 끝
나
면
,  단
결
정
봉
은

 실
내
온
도
로

 

식
혀
지
고

 각
각
의

 단
결
정
봉
이

 여
러

 조
건
에

 부
합
되
는
지
를

 평
가
하
게

 되
고
,  단
결
정
봉
은

 부
분
별
로

 가
공
되
어

 정
확
한

 직
경
을

 갖

게
 된
다

. 실
리
콘
의

 경
우
,  초
크
랄
스
키
법

 (C
z법

) 혹
은
,  플
로
팅

 존
법

 (F
Z법

)에
 따
라
서

 단
결
정

 주
괴
가

 만
들
어
진
다

.

 초
크
랄
스
키

 (
C

z
o

c
h

ra
ls

k
i,

 C
z
)법

C
zo

ch
ra

ls
ki

 (C
z)

 웨
이
퍼
는

 가
장

 흔
한

 형
태
의

 단
결
정

 실
리
콘

 웨
이
퍼
이
고

 태
양
전
지
와

 집
적
회
로

 제
작
에

 사
용
된
다

. 석
영

 도

가
니
로

 다
결
정

 실
리
콘
을

 용
해
해
서
,  용
액
안
에

 종
결
정
을

 침
지
하
고
,  서
서
히

 끌
어
올
려

 가
는
방
법
이
다

. 이
 방
법
에
는
,  비
교
적

 큰

구
경
의

 단
결
정
이

 만
들
기

 쉽
지
만
,  용
액
이

 q
ua

rt
z 

cr
uc

ib
le
에

 접
촉
하
고

 있
기

 때
문
에
,  실
리
콘

 잉
곳
에

 과
포
화
가

 되
는

 만
큼

 대

량
의

 산
소
가

 혼
입
된
다

. 산
소

 그
 자
체
는

 비
교
적

 무
해
하
나

 붕
소

 도
핑
과

 복
합
체
를

 형
성
하
여

 캐
리
어

 수
명
을

 낮
춘
다

.  
또
한
,  결
정

의
 성
정
방
향
에

 따
라

 저
항
률
의

 변
화
가

 커
다
란

 문
제
가

 있
어
서
,  전
력

 소
자
에
는

 별
로

 사
용
되
지

 않
는
다

.

 플
로
팅

 존
(F

lo
a
ti

n
g

 Z
o

n
e
,  
F
Z

)법

상
업
용

 기
판
으
로

 C
z 
웨
이
퍼
가

 가
장

 널
리

 사
용
되
지
만
,  
태
양
전
지
용
으

로
는

 여
러

 가
지

 단
점
을

 가
지
고

 있
다

. C
z 
웨
이
퍼
는

 다
량
의

 산
소
를

 포
함

하
고

 있
다

. 산
소

 불
순
물
은

 태
양
전
지
에
서

 소
수

 캐
리
어
의

 수
명
을

 단
축
시

켜
 결
과
적
으
로
는

 전
압
,  전
류

 및
 효
율
을

 낮
추
게

 된
다

. 게
다
가

 산
소
와

 그

리
고

 다
른

 원
소
와

 산
소
와
의

 복
합
체
가

 고
온
에
서

 활
성
화
되
기

 때
문
에

 고

온
 공
정
에
서

 웨
이
퍼
를

 매
우

 민
감
하
게

 만
든
다

. 이
런

 문
제
를

 극
복
하
기

 위

해
 플
로
트

 존
(F

lo
at

 Z
on

e 
: F

z)
 웨
이
퍼
를

 사
용
한
다

. 이
 프
로
세
스
에
서

 

용
융

 영
역
은

 실
리
콘
의

 r
od
나

 b
ar
를

 따
라

 천
천
히

 통
과
한
다

. 용
융

 영
역

에
서
의

 불
순
물
은

 고
체
화

 된
 영
역
에

 포
함
되
기

 보
다
는

 용
융

 영
역
에

 남
아

서
,  용
융

 영
역
이

 통
과
된

 후
에

 매
우

 순
도
가

 높
은

 단
결
정

 영
역
을

 만
들
어

 

준
다

. 직
경
이

 큰
 잉
곳
을

 만
들
기

 어
렵
다
는

 것
 때
문
에

 그
리
고

 높
은

 비
용

 

때
문
에

 F
z 
웨
이
퍼
는

 통
상

 실
험
용

 태
양
전
지
나

 혹
은

 상
업
용

 생
산
에
서
도

 

흔
하
지

 않
는

 용
도
에
만

 사
용
된
다
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 절
단

(S
h

a
p

in
g

)

절
단
에
서
는

 실
리
콘

 단
결
정
봉
을

 웨
이
퍼
,  즉

 얇
은

 슬
라
이
스
로

 변
형
시
키
는

 공
정
입
니
다

. 단
결
정

 조
직
이

 정
확
하
게

 정
렬
되
도
록

 

단
결
정
봉
을

 흑
연
빔
에

 놓
은

 다
음

 고
도
의

 절
삭

 기
술
을

 사
용
하
여

 실
리
콘

 단
결
정
봉
을

 웨
이
퍼
로

 바
꾸
게

 된
다

. 절
삭
작
업
을

 거

치
는

 동
안

 웨
이
퍼
의

 가
장
자
리

 부
분
은

 매
우

 날
카
롭
고

 깨
지
기

 쉽
게
되
므
로

 세
척
과
정
을

 거
친

 후
 정
확
한

 모
양
과

 치
수
로

 가
공

해
 손
상
에

 영
향
을

 덜
 받
게

 한
다

. 그
다
음
,  이

 웨
이
퍼
들
은

 조
연
마

 과
정
을

 거
쳐

 표
면
이

 평
탄
하
고

 두
께
가

 일
정
하
게

 되
어

 표
면

의
 질
이

 높
아
진
다

.

 경
면
연
마

(P
o

li
s
h

in
g

)

웨
이
퍼
를

 평
탄
하
고

 결
함
이

 없
도
록

 만
드
는

 공
정
은

 사
용
을

 하
는
데

 있
어

 대
단
히

 중
요
하
다

. 이
 목
적
을

 이
루
기

 위
해

 경
면
연
마

 

공
정
에
서

 여
러

 가
지

 단
계
를

 거
치
게

 된
다

. 요
구
에

 따
라

 웨
이
퍼
의

 특
질
을

 높
이
는

 다
른

 작
업
들
이

 바
로

 이
 부
분
에
서

 이
루
어
진

다
. 조
연
마

 과
정
을

 거
친

 웨
이
퍼
는

 식
각
공
정
을

 거
치
면
서

 추
가
적
인

 표
면

 손
상
을

 제
거
하
고
,  공
정
을

 정
밀
하
게

 통
제
하
는

 완
전

 

자
동
화
된

 장
비
로

 가
장
자
리

 부
분
과

 표
면
이

 경
면
연
마

 된
다

. 그
 결
과

 얻
어
지
는

 웨
이
퍼
들
은

 극
도
로

 평
탄
하
고

 결
함
이

 없
는

 상

태
가

 된
다

.

 세
척
과

 검
사

 (
C

le
a
n

in
g

 &
 I
n

s
p

e
c
ti

o
n

)

세
척
부
분
에
서
는

 경
면
연
마

 과
정
을

 거
친

 웨
이
퍼
의

 표
면
에

 있
는

 오
염
물
을

 제
거
한
다

. 이
 

최
신
의

 공
정
에
서

 웨
이
퍼
에

 있
는

 미
립
자

 오
염
물
,  금
속
,  유
기

 오
염
물
질
을

 씻
어
낸
다

. 이
 

공
정
은

 미
립
자
,  금
속
,  유
기
물
에

 대
하
여

 대
단
히

 엄
격
한

 규
정
을

 적
용
하
는

 청
정
실

 환
경

에
서

 이
루
어
진
다

. 마
지
막

 세
척
공
정
을

 거
친

 웨
이
퍼
들
은

 0
.1
㎛

 크
기
의

 미
립
자
까
지

 검
출

할
 수

 있
는

 레
이
저

 검
사

 장
치
로

 검
사
를

 받
고

 최
종

 검
사
가

 끝
나
면

 출
하

 포
장
된
다

4
. 
S

il
ic

o
n

 w
a
fe

r 
S

p
e
c
if

ic
a
ti

o
n

1)
 S

iz
e

웨
이
퍼
의

 크
기
는

 5
0 

m
m

 ~
 3

00
 m

m
이
상
까
지

 다
양
한

 종
류
가

 

있
으
며
,  구
경
이

 크
면

 1
장
의

 웨
이
퍼
에
서

 많
은

 집
적
회
로

 칩
을

 생
산

할
 수

 있
기

 때
문
에
,  원
가

 절
감
차
원
에
서

 시
간
이

 지
날
수
록

 구
경
은

 

커
지
고

 있
다

. 직
경

 3
00

 m
m
의

 실
리
콘

 웨
이
퍼
는

 2
00

0년
경
부
터

 

생
산
량
이

 증
가
해
서
,  2

00
4년
에
는

 실
리
콘

 웨
이
퍼
의

 전
체

 생
산
수

량
의

 2
0 

%
정
도
를

 차
지
하
게

 되
었
다

. 

2
) 
T
y

p
e
 (
전
기
적

 특
성
에

 따
른

 분
류

)

실
리
콘
은

 최
외
각

 4
 개
의

 전
자
가

 있
는

 4
가
의

 원
소
이
다

. 한
 개
의

 실
리
콘

 원
자
는

 주
변

 네
 개
의

 원
자
와

 공
유
결
합
을

 하
여

 안
정

한
 상
태
를

 이
루
는
데

 이
들

 중
 하
나
가

 다
른

 불
순
물

 원
자
와

 대
체
되
면

 최
외
각
의

 전
자
의

 개
수
가

 많
아

 지
든
지

 적
어
지
게

 된
다

. 

n
-형
과

 p
-형

 반
도
체

 재
료
를

 만
들
기

 위
해

 불
순
물
로

 도
핑
한

 실
리
콘

 결
정
격
자
의

 개
략
도

H
IT

EC
H

 M
AT

ER
IA

LS
   

34
8  

34
9

SI
N

CE
19

86



위
의

 방
법
대
로

 다
른

 원
자
들
을

 이
용
하
여

 도
핑
하
면

 실
리
콘

 결
정
격
자

 내
에
서
의

 전
자
와

 정
공
의

 균
형
을

 변
화
시
킬

 수
 있
다

. 실

리
콘
보
다

 가
전
자
가

 하
나

 더
 많
은

 원
자
들
을

 가
진

 V
족

 원
소

 이
용
하
면

 전
도
대
에

 전
자
들
이

 추
가
되
는

 n
-형

 반
도
체

 재
료
가

 된

다
. 이

 원
소
들
이

 가
지
고

 있
는

 5
개
의

 가
전
자
들
은

 실
리
콘
이

 가
진

 4
개
의

 가
전
자
들
과

 공
유
결
합
을

 형
성
할

 수
 있
는
데
,  각

 실
리

콘
 원
자
의

 공
유
결
합
에
는

 4
개
의

 전
자
만
이

 필
요
하
므
로

 두
 개
의

 실
리
콘

 원
자
가

 결
합
할

 때
 존
재
하
는

 나
머
지

 여
분
의

 전
자

 하
나

는
 전
기
전
도
에

 참
여
하
게

 된
다

. 그
리
하
여

 더
 많
은

 전
자
들
이

 전
도
대
에

 추
가
되
고

 따
라
서

 존
재
하
는

 전
자
들
의

 개
수
도

 증
가
한
다

.

가
전
자
가

 하
나

 더
 적
은

 II
I족

 원
소
의

 원
자
들
로

 도
핑
하
면

 p
-형

 재
료
를

 만
들

 수
 있
다

. 이
 원
소
들
은

 3
개
의

 가
전
자
를

 가
지
고

 실

리
콘

 원
자
와

 결
합
하
는
데
,  실
리
콘

 원
자
와

 충
분
히

 결
합
할

 수
 있
는

 전
자
가

 부
족
하
여

 정
공
이

 형
성
된
다

. p
-형

 재
료
에
서
는

 결
합

에
 잡
혀
있
는

 전
자
들
의

 개
수
가

 더
 많
으
므
로

 이
렇
게

 하
면

 정
공
의

 개
수
를

 효
과
적
으
로

 증
가
시
킬

 수
 있
다

. 도
핑
된

 재
료
에
서
는

 

한
 유
형
의

 캐
리
어
가

 다
른

 유
형
보
다

 항
상

 더
 많
은
데
,  농
도
가

 더
 높
은

 캐
리
어
의

 유
형
을

 다
수

 캐
리
어

(m
aj

or
it

y 
ca

rr
ie

r)
라

 하

고
,  더

 낮
은

 농
도
의

 캐
리
어
를

 소
수

 캐
리
어

(m
in

or
it

y 
ca

rr
ie

r)
 라
고

 한
다

.

정
리
하
면

1.
 도
핑
은
,  반
도
체

 내
에
서

 전
자
와

 정
공
의

 개
수
를

 변
화
시
키
는
데

 사
용
하
는

 기
술
이
다

.

2.
  IV
족

 반
도
체

 재
료
를

 V
족

 원
소
로

 도
핑
하
면

 N
-형

 재
료
가

 만
들
어
지
고
,  I

V
족

 반
도
체

 재
료
를

 II
I족

 원
소
로

 도
핑
하
면

 P
-형

 재

료
가

 만
들
어
진
다

.

3.
  N

-형
 재
료
는

 전
자
의

 개
수
를

 늘
려

 반
도
체
의

 전
도
도
를

 증
대
시
키
고
,  P

-형
 재
료
는

 정
공
의

 개
수
를

 증
대
시
켜

 전
도
도
를

 올
린
다

.

•
 P

 ty
pe

 (B
or

on
 d

op
an

t)

•
 N

 ty
pe

 (P
ho

sp
ho

ru
s,

 A
nt

im
on

y,
 A

rs
en

ic
 d

op
an

t)
 

T
h

e
 f

o
ll

o
w

in
g

 t
a

b
le

 s
u

m
m

a
ri

z
e

s
 t

h
e
 p

ro
p

e
rt

ie
s
 o

f 
s
e

m
ic

o
n

d
u

c
to

r 
ty

p
e

s
 i
n

 s
il

ic
o

n
.

아
래

 그
림
은

 p
-형
과

 n
-형

 실
리
콘
을

 나
타
낸

 것
이
다

. 보
통
의

 반
도
체
에
서
는

 다
수

 캐
리
어
의

 농
도
가

 1
01

7c
m

-3
,  소
수

 캐
리
어
의

 

농
도
가

 1
06

cm
-3

 이
다

. 소
수

 캐
리
어
는

 열
에
너
지
나

 입
사
되
는

 광
자

(p
ho

to
n)
에

 의
해

 생
성
된
다

   

3
) 

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

 (
방
향
성
에

 따
른

 분
류

)

단
결
정

 실
리
콘

 재
료
에
서

 결
정

 방
향

(c
ry

st
al

 o
ri

en
ta

tio
n)
은

 M
ill

er
 in

di
ce

s(
밀
러

 지
수

)로
 정
의
한
다

. 실
리
콘

 in
go

t을
 원

하
는

 격
자

 방
향

 대
로

 다
이
아
몬
드

 톱
으
로

 자
를

 때
 표
면
의

 격
자

 방
향
이

 정
해
진
다

.

 [1
00

]  
방
향
은

 세
 좌
표
축

 중
에
서

 한
 개
만

 교
차
하
는

 경
우
이
다

.

[1
10

]  
방
향
은

 두
 개
의

 좌
표
축
과

 교
차
한
다

.

[1
11

]  
방
향
은

 세
 개
의

 좌
표
축
과

 모
두

 교
차
하
는

 경
우
이
다

.

n
-형

 반
도
체

. 다
수

 캐
리
어
가

 네
거
티
브
로

 하
전
된

 전
자
이
기

 때
문
에

 n
-형
이
라

 부
른
다

.

p
-형

 반
도
체

. 다
수

 캐
리
어
가

 포
지
티
브
로

 하
전
된

 정
공
이
기

 때
문
에

 p
-형
이
라

 부
른
다

.

N
-t

y
p

e
 (

n
e
g

a
ti

v
e
)

P
-t

y
p

e
 (

p
o

si
ti

v
e
)

D
op

an
t

G
ro

up
 V

 (e
.g

. P
ho

sp
ho

ro
us

)
G

ro
up

 II
I (

e.
g.

 B
or

on
)

B
on

ds
E

xc
es

s 
El

ec
tr

on
s

M
is

si
ng

 E
le

ct
ro

ns
 (H

ol
es

)

M
aj

or
ity

 C
ar

rie
rs

El
ec

tr
on

s
H

ol
e

M
in

or
ity

 C
ar

rie
rs

H
ol

es
El

ec
tr

on
s

H
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실
리
콘

 w
af

er
의

 표
면
의

 상
태
는

 전
기
적

 상
태
를

 결
정
하
는
데

 상
당
한

 영
향
을

 미
친
다

. [
10

0]
 방
향
을

 가
지
면

 화
학
적
으
로

 비

교
적

 안
정
하
고
,  [

11
1]

 방
향
이
면

 화
학
적
으
로

 활
성
도
가

 비
교
적

 높
다

. 따
라
서

 [1
00

] 방
향
의

 표
면
에

 대
한

 공
정
이

 [1
11

] 방
향
의

 

표
면
을

 가
진

 w
af

er
에

 비
하
여

 더
디
게

 진
행
되
지
만

 전
기
적
인

 특
성
이

 비
교
적

 오
랫
동
안

 변
하
지

 않
는
다

. [
11

0]
 방
향
의

 실
리
콘

 

w
af

er
 특
성
은

 그
 중
간
쯤
이
다

.

실
리
콘

 w
af

er
의

 표
면
의

 상
태
는

 [1
00

] 나
 [1

11
] 상
태
를

 주
로

 사
용
하
며

 [1
10

] 방
향
은

 거
의

 사
용
되
지

 않
는
다

.

결
정

 방
향
을

 표
시
하
기

 위
하
여

 단
결
정

 웨
이
퍼
는

 흔
히

 웨
이
퍼
의

 방
향
과

 도
핑
을

 표
시
하
기

 위
해

 ‘ fl
at
’를

 가
진
다

. 가
장

 널
리

 사

용
되
는

 규
격

(s
ta

nd
ar

d)
은

 S
EM

I 규
격
이
다

.

 s
ec

on
da

ry
 fl

at
이

pr
im

ar
y 

fla
t과

 이
루
는

 각
이

 1
80
°면
,  그

 웨
이
퍼
는

 n
-형

 <
10

0>

 s
ec

on
da

ry
 fl

at
이

 9
0°

 좌
 혹
은

 우
측
이
면
,  그

 웨
이
퍼
는

 p
-형

 <
10

0>
.

 s
ec

on
da

ry
 fl

at
이

 좌
 혹
은

 우
측
에
서

 4
5°

 위
쪽
이
면
,  그

 웨
이
퍼
는

 n
-형

 <
11

1>

 s
ec

on
da

ry
 fl

at
이

 없
으
면
,  그

 웨
이
퍼
는

 p
-형

 <
11

1>

4
) 

R
e

s
is

ti
v
it

y
 (
저
항
에

 따
른

 분
류

)

저
항
치
는

 실
리
콘

 내
의

 전
자
와

 정
공
들
의

 움
직
임
과

 흐
름
에

 대
한

 저
항
력
이
다

. 단
위
는

 O
hm

-c
m
으
로

 표
시
하
고

 이
들

 단
위
는

 

실
리
콘

 웨
이
퍼
와

 크
리
스
탈
의

 저
항
치
를

 나
타
낼

 때
 쓰
인
다

. 저
항
치
는

 실
리
콘
에

 A
s,

 P
ho

s.
 B

or
on

 와
 같
은

 불
순
물
을

 포
함

시
키
면
서

 조
절
이

 가
능
하
다

. 불
순
물
의

 양
 또
는

 도
판
트
의

 양
이

 늘
어
날
수
록

 저
항
치
는

 줄
어
든
다

. 도
판
트
가

 많
이

 들
어
간

 물
질

은
 저
항
치
가

 작
은

 성
질
이

 된
다

.

 <
0.

00
5o

hm
.c

m
의

 저
저
항

 w
af

er
 (H

ig
h 

do
pp

ed
)

 1
-1

00
oh

m
.c

m
의

 N
or

m
al

 w
af

er

 >
1,

00
0o

hm
.c

m
의

 고
저
항

 w
af

er

5
) 

T
h

ic
k
n

e
s
s
 

두
께
는

 반
도
체

 제
조

 공
정
중
에

 취
급
하
기

 쉬
운

 0
.5

 m
m

 ~
 1

 m
m

 정
도

 되
지
만
,  일
반

 실
리
콘

 웨
이
퍼
의

 경
우
에

 예
외

 치
수
는

 

S
EM

I (
S

em
ic

on
du

ct
or

 E
qu

ip
m

en
t a

nd
 M

at
er

ia
ls

 In
te

rn
at

io
na

l) 
같
은

 업
계
단
체
에
서

 표
준
화

 되
고

 있
다

. 

  2
-in

ch
 (5

1 
m

m
). 

Th
ic

kn
es

s 
27

9μ
m

.

  3
-in

ch
 (7

6 
m

m
). 

Th
ic

kn
es

s 
38

1 
μm

.

  4
-in

ch
 (1

00
 m

m
). 

Th
ic

kn
es

s 
52

5,
 6

25
 μ

m
.

  5
-in

ch
 (1

30
 m

m
) o

r 1
25

 m
m

 (4
.9

 in
ch

). 
T

hi
ck

ne
ss

 6
25

 μ
m

.

  1
50

 m
m

 (5
.9

 in
ch
,  u

su
al

ly
 r

ef
er

re
d 

to
 a

s 
"6

 in
ch

").
 T

hi
ck

ne
ss

 6
75

 μ
m

.

  2
00

 m
m

 (7
.9

 in
ch
,  u

su
al

ly
 r

ef
er

re
d 

to
 a

s 
"8

 in
ch

").
 T

hi
ck

ne
ss

 7
25

 μ
m

.

  3
00

 m
m

 (1
1.

8 
in

ch
,  u

su
al

ly
 r

ef
er

re
d 

to
 a

s 
"1

2 
in

ch
").

 T
hi

ck
ne

ss
 7

75
 μ

m
.

6
) 

T
T

V
 (

T
o

ta
l 
T

h
ic

k
n

e
s
s
 V

a
ri

a
ti

o
n

)

= 
(M

ax
im

um
 T

hi
ck

ne
ss

) -
 (M

in
im

um
 T

hi
ck

ne
ss

)

웨
이
퍼

 두
께
의

 편
차
를

 나
타
낸
다

. 크
기
는

 작
을
수
록

 두
께
가

 일
정

 하
다
는

 의
미

.

웨
이
퍼

 두
께
를

 균
일
하
게

 만
들
어
야

 웨
이
퍼
에
서

 나
온

 각
각
의

 칩
들
의

 특
성
이

 웨
이
퍼
내

 칩
의

 위
치
에

 무
관
하
게

 일
정
한

 특
성
이

 

나
와
야

 하
기

 때
문
이
다

.

7
) 
평
탄
도

웨
이
퍼
의

 평
탄
도
는

 소
자
들
의

 품
질
에
도

 영
향
을

 미
치
고

 칩
의

 공
정

 수
율
과

 직
결
되
기

 때
문
에

 매
우

 중
요
한

 요
소
이
다

. 웨
이
퍼
의

 

직
경
이

 점
점

 대
구
경
화

 됨
에

 따
라

 이
러
한

 웨
이
퍼
의

 평
탄
도
를

 제
어
하
는

 기
술
은

 더
 큰

 이
슈
가

 되
고

 있
으
며
,  웨
이
퍼
의

 형
상
을

 

결
정
하
는

 최
종

 공
정
으
로
서

 단
면

 래
핑
에

 대
한

 중
요
성
은

 더
욱

 커
지
고

 있
다

.

 B
o

w

웨
이
퍼
의

 중
간

 표
면
이

 볼
록
하
거
나

 오
목
하
게

 휜
 정
도

. B
ow
는

 웨
이
퍼

 슬
라
이
싱
에

 의
한

 본
원
적
인

 문
제
이
다

. B
ow
값
이

 크
면

 

결
국

 웨
이
퍼
의

 평
탄
도

 T
T

V
에

 영
향
을

 미
치
므
로

 B
ow
값

 역
시

 낮
을
수
록

 좋
다

.그
리
고

 B
ow
값
이

 크
면

 결
국

 웨
이
퍼
의

 평
탄
도

 

T
T

V
에

 영
향
을

 미
치
므
로

 B
ow
값

 역
시

 낮
을
수
록

 좋
습
니
다

.
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 W
a
rp

W
ar

pa
ge
의

 줄
임
말
,  기
준
면

(R
ef

er
en

ce
 P

la
ne

)과
 중
앙
면

(M
ed

ia
n 

Pl
an

e)
까
지

 거
리
의

 최
대
값
과

 최
소
값
의

 차
이

. 

W
ar

p 
= 

R
PD

m
ax

 –
 R

PD
m

in
 

8
) 

S
u

fa
c
e
 f

in
is

h
e

d

 S
in

g
le

 s
id

e
 p

o
li
s
h

e
d

 D
o

u
b

le
 s

id
e
 p

o
li

s
h

e
d

실
리
콘

 웨
이
퍼
의

 표
면
은

 D
ev

ic
e 

Pr
o

ce
ss
의

 원
활
함
과

 고
품
질

 회
로
를

 구
성
하
기

 위
해
,  회
로

 제
조
시

 치
명
적
인

 영
향
을

 주

는
 표
면

 D
am

ag
e(

Pa
rt

ic
le
,  S

cr
at

ch
) 또
는

 미
량
의

 화
학
적

 성
분
이

 표
면
에

 잔
존
해
서
도

 안
되
며
,  극
도
의

 평
탄
도

(F
la

tn
es

s)

가
 요
구
된
다

. 따
라
서

 S
lic

in
g,

 L
ap

pi
ng
,  

Po
lis

hi
ng

 작
업
시

 미
세
한

 진
동
도

 억
제
되
어
야

 한
다

. 빛
을

 이
용
하
기

 때
문
에

 

R
ou

gh
ne

ss
에

 따
라

 회
로
의

 폭
,  깊
이

 등
이

 변
하
기

 때
문
이
다

.

양
면
을

 폴
리
싱

 하
는

 이
유
는

1.
 앞
면
에

 반
도
체
를

 만
드
는

 작
업
을

 원
활
하
게

 하
기

 위
해
서

2.
 웨
이
퍼
의

 두
께
를

 균
일
하
게

 만
들
기

 위
해
서

반
도
체

 제
조

 공
정
에
서

 제
조

 장
비
가

 웨
이
퍼
를

 쥐
고

 옮
기
면
서

 작
업
을

 하
게

 되
는
데
장
비
가

 웨
이
퍼
를

 쥘
 때

 진
공
을

 이
용
해
서

 

웨
이
퍼

 뒷
면
을

 잡
아
서

 사
용
한
다

. 이
때

 진
공
을

 이
용
해
서

 웨
이
퍼
를

 잡
고

 사
용
할
때
,  어
느
정
도

 폴
리
싱
이

 되
어

 있
어
야

 좋
은

 진

공
상
태
를

 유
지
할
수

 있
다

. 너
무

 거
칠
거
나
,  편
평
도
가

 좋
지

 않
으
면

 진
공
이

 제
대
로

 잡
히
지

 않
아
서

 작
업
이

 원
활
하
지

 않
게

 된
다

.

9
) 

G
ra

d
e

 P
ri

m
e
 G

ra
d

e
 

Pr
im

e 
웨
이
퍼
는

 일
반
적
으
로

 상
업
용

 웨
이
퍼

 중
 가
장

 높
은

 등
급
으
로

 구
분
되
고

 평
평
도

 나
 파
티
클

 개
수
규
정
에

 맞
는

 ‘제
품
생

산
 가
능

 품
질
’로

 여
겨
진
다

. 대
부
분
의

 프
라
임

 등
급

 웨
이
퍼
는

 미
세
한

 사
이
즈
의

 슬
러
리
나

 연
마
제
를

 사
용
하
는

 2
-3
단
계
의

 폴
리

싱
 공
정
을

 거
치
게

 된
다

. P
ri

m
e웨
이
퍼
는

 일
반
적
으
로

 T
es

t웨
이
퍼
보
다

 비
싸
다

. 높
은

 품
질
의

 p
ri

m
e 

w
af

er
는

 정
확
한

 특
성

을
 나
타
내
어

 정
확
도
가

 요
구
되
는

 제
품
이
나

 반
도
체

 공
정
에

 주
로

 사
용
된
다

. 

 T
e

s
t 

G
ra

d
e

Te
st
웨
이
퍼
는

 다
양
한

 목
적
으
로

 사
용
된
다

. 특
히

 장
비

 테
스
트
나

 대
량
의

 웨
이
퍼

 

사
용
이

 필
요
한

 경
우
에

 많
이

 쓰
인
다

. T
es

t 웨
이
퍼
는

 다
른
말
로

 P
ri

m
e웨
이
퍼
가

 

되
지

 못
한

 웨
이
퍼
다

. 완
벽
하
지

 않
은

 표
면
과

 저
항
치

 때
문
에

 P
ri

m
e보
다
는

 저
렴

하
지
만

 대
학
교

 연
구
용
이
나

 제
품
개
발

 용
으
로

 널
리

 사
용
되
고

 있
다

. 

1
0
) 

C
a
rr

ie
r 

li
fe

ti
m

e

C
ar

ri
er

(반
송
자

) :
 반
도
체

 내
에
서

 전
기

 전
도
에

 기
여
하
는

 정
공

(h
ol

e)
이
나

 전
자
를

 말
한
다

. 

소
수

 캐
리
어
의

 수
명
은

 하
나
의

 캐
리
어
가

 재
결
합
하
기

 전
에

 얼
마

 동
안
이
나

 버
티
는

 지
를

 나
타
내
는

 척
도
이
고

 태
양
전
지
용

 반
도

체
 웨
이
퍼
의

 중
요
한

 척
도
중

 하
나
이
다

. “
실
리
콘
웨
이
퍼
가

 긴
수
명
을

 가
졌
다
”라
는

 뜻
은

 소
수

 캐
리
어
가

 재
결
합

 전
까
지

 오
랜
시

간
동
안

 지
속
되
었
다
는

 것
을

 뜻
한
다

. 여
기
서

 수
명
은

 재
료
의

 안
정
성
과
는

 아
무
런

 관
계
가

 없
다

. 실
리
콘

 웨
이
퍼
가

 긴
 수
명
을

 가

지
고

 있
다
는

 것
은

 빛
이
나

 여
타

 방
법
으
로

 웨
이
퍼
의

 벌
크

 내
에

 생
성
된

 소
수

 캐
리
어
들
이

 재
결
합
하
기

 전
에

 오
래

 동
안

 살
아
남

는
다
는

 것
을

 의
미
한
다

. 구
조
에

 따
라
서

 소
수

 캐
리
어
의

 수
명
이

 긴
 웨
이
퍼
로

 만
든

 태
양
전
지
는

 수
명
이

 짧
은

 웨
이
퍼
로

 만
든

 태

양
전
지
보
다

 항
상

 효
율
이

 더
 높
다

. ‘
긴

 수
명

(lo
ng

lif
et

im
e)
’과

 ‘높
은

 수
명

(h
ig

h 
lif

et
im

e)
' 이
란

 용
어
는

 동
일
한

 의
미
이
다

.

요
약

1.
 반
도
체
의

 수
명
은

 재
결
합

 속
도
에

 의
해

 좌
우
되
는
데
,  재
결
합
은

 소
수

 캐
리
어

 농
도
에

 의
존
한
다

.

2.
 재
료
의

 수
명
은

 서
로

 다
른

 유
형
의

 재
결
합
을

 고
려
한

 것
이
다

.

3.
 수
명
은

 태
양
전
지
의

 효
율
을

 나
타
내
는

 지
표
이
고
,  따
라
서

 태
양
전
지

 재
료
를

 선
택
하
는
데

 있
어

 핵
심

 고
려

 요
소
이
다

. 
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S
ili

co
n 

W
af

er
의

 추
가

 공
정

 단
계

1.
 O

x
id

a
ti

o
n

연
마

 직
후
의

 실
리
콘

 웨
이
퍼
는

 전
기
가

 통
하
지

 않
는

 순
수

 상
태
이
기

 때
문
에

 반
도
체
의

 성
질
을

 갖
도
록

 웨
이
퍼

 표
면
에

 여
러
가
지

 

물
질
을

 형
성
시
킨

 후
,  설
계
된

 회
로

 모
양
대
로

 깎
고
,  다
시

 물
질
을

 입
혀

 깎
아

 내
는

 작
업
의

 반
복
이

 필
요
한
데

 이
 모
든

 공
정
의

 기

초
 단
계
인

 산
화

(O
xi

da
tio

n)
 공
정
은

 웨
이
퍼
에

 여
러
가
지

 물
질
로

 얇
은

 막
을

 증
착
하
는

 대
표
적
인

 방
법
으
로
,  고
온

(8
00

~1
20

0

도
)에
서

 산
소
나

 수
증
기
를

 웨
이
퍼

 표
면
에

 뿌
려

 얇
고

 균
일
한

 실
리
콘

 산
화
막

(S
iO

2)
을

 형
성
시
키
는

 과
정
이
다

.

이
때

 형
성
되
는

 산
화
막
은

 공
정

 시
 발
생
하
는

 오
염
물
질
이
나

 화
학
물
질
로

 생
성
되
는

 불
순
물
로
부
터

 실
리
콘

 표
면
을

 보
호
하
는

 역

할
을

 한
다

.

눈
에

 보
이
지

 않
는

 미
세
한

 불
순
물
도

 실
리
콘

 표
면
에

 침
투
하
게

 되
면

 비
저
항

 혹
은

 전
도
율
을

 변
화
시
키
는

 요
인
이

 되
어
,  집
적
회

로
의

 전
기
적

 특
성
에

 치
명
적
인

 영
향
을

 미
치
게

 된
다

. 이
 때
문
에
,  불
순
물

 침
투
로
부
터

 실
리
콘

 표
면
을

 보
호
하
는

 산
화
막
의

 역
할

은
 매
우

 중
요
하
다

.

또
한
,  산
화
막
은

 이
온

 주
입
법
으
로

 주
입
된

 불
순
물
이

 웨
이
퍼

 표

면
에

 도
달
하
는

 것
을

 막
아

 주
는

 든
든
한

 보
호
막

 역
할
을

 하
고

 웨

이
퍼

 위
에

 그
려
지
는

 각
 배
선
이

 합
선
이

 되
지

 않
도
록

 구
분
해
주

는
 절
연
막

 역
할
을

 하
기
도

 한
다

.

T
h

e
rm

a
l 
O

x
id

a
ti

o
n

보
통

 산
화
막

 형
성
에
는

 열
산
화

(th
er

m
al

 o
xi

da
tio

n)
,  
전
기
화
학
적

 산
화

(e
le

ct
ro

ch
em

ic
al

 o
xi

da
tio

n;
 a

no
di

za
tio

n)

법
,  플
라
즈
마

 보
강

 화
학

 기
상

 증
착

(P
EC

V
D

)등
 여
러
가
지

 방
법
이

 있
지
만

 고
온
의

 환
경
에
서

 웨
이
퍼
에

 산
화
막
을

 형
성
하
는

 열

산
화
가

 가
장

 보
편
적
인

 방
법
이
다

. 열
 산
화
법
은

 산
화
층

 내
부
와

 S
iO

2/
S

i 계
면
에

 결
함
을

 거
의

 생
성
시
키
지

 않
는

 방
법
으
로
서

 

우
수
한

 특
성
의

 절
연
막
을

 형
성
시
킬

 수
 있
는

 기
술
이
다

. 이
 기
술
은

 산
화

 반
응
에

 사
용
되
는

 기
체
의

 종
류
에

 따
라

 건
식

 산
화

(d
ry

 

ox
id

at
io

n)
법
과

 습
식

 산
화

(w
et

 o
xi

da
tio

n)
법
으
로

 구
분
되
는
데
,  
반

응
기
체
로

 순
수
한

 산
소
를

 사
용
하
는

 경
우
를

 건
식

 산
화
라

 하
고
,  산
소
와

 

수
증
기
의

 혼
합
물
을

 사
용
하
는

 경
우
를

 습
식

 산
화
라

 한
다

.

  건
식
과

 습
식

 열
산
화
의

 차
이
점

-  
 건
식
산
화
는

 산
소
만
을

 이
용
해

 얇
은

 막
을

 형
성
할
때

 주
로

 쓰
이
고
,  습
식
산
화
는

 산
소
와

 수
증
기
를

 모
두

 사
용
하
기

 때
문
에

 보

다
 두
꺼
운

 막
을

 형
성
할

 때
 사
용
된
다

-  
  건
식
산
화
는

 동
일
한

 온
도
를

 적
용

 했
을

 때
 같
은

 두
께
의

 산
화
물
을

 형
성
하
는
데

 습
식
산
화

 보
다

 훨
씬

 더
 많
은

 시
간
을

 필
요

로
 하
고

 공
정
비
용
이

 비
싸
다

. 밀
도
가

 치
밀
하
고

 불
순
물
이

 섞
이
지

 않
아

 전
기
적
특
성

(절
연
능
력

)이
 우
수
하
지
만

 산
화
막

 두
께

 

30
0n

m
이
상

 공
정
이

 어
렵
다

. 

공
정
가
능

 산
화
막

 두
께

 : 
1
0

0
n

m
~
3
0

0
n

m

S
i+

O
2
 =

S
iO

2

-  
  습
식
산
화
의

 경
우

 산
화
막

 성
장
속
도
가

 빠
르
기

 때
문
에

 공
정
비
가

 저
렴
하
고
,  성
장
두
께
를

 두
껍
게

 올
릴
수

 있
는

 장
점
이

 있
다

. 

같
은

 온
도
와

 시
간
에
서

 습
식
산
화
를

 사
용
하
여

 얻
어
진

 산
화
막
은

 건
식
산
화
를

 사
용
한

 것
보
다

 약
 5

~1
0배

 정
도

 더
 두
껍
게

 나

타
난
다

. (
S

iO
2에
서
의

 용
해
도
가

 H
2O
의

 경
우
가

 O
2보
다

 1
00

0배
정
도

 크
기
때
문
에

 습
식
산
화
의

 경
우
가

 더
 빠
르
다

)

공
정
가
능

 산
화
막

 두
께

 :
 3

0
0

n
m

~
2
u

m

S
i+

2
H

2
0

=
S

iO
2
+

2
H

2

-  
  실
온
에
서
는

 실
리
콘
과

 산
소
의

 확
산
이

 매
우

 느
리
게

 일
어
나
므
로

 반
응
은

 자
연
히

 멈
추
게

 되
고

 이
러
한

 자
연
발
생

 산
화
층

(n
at

iv
e 

ox
id

e)
은

 1
5-

25
 Å

 정
도
의

 두
께
만

 갖
게

 된
다

. 따
라
서

 지
속
적
인

 산
화
반
응
을

 위
해
서
는

 산
화

 기
체

 속
에
서

 실
리
콘

 

웨
이
퍼
를

 높
은

 온
도
로

 가
열
시
키
는

 것
이

 필
수
적
이
라

 하
겠
다

.

산
화
막

 두
께
에

 따
라

 웨
이
퍼

 표
면
의

 색
상
이

 아
래
와

 같
이

 달
라
진
다

.
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2
. 
S

il
ic

o
n

 N
it

ri
d

e
 C

o
a
ti

n
g

 (
S

i3
N

4
)

N
itr

id
e 
코
팅
은

 O
xi

de
에

 비
해

 조
직
이

 치
밀
하
고

 경
도
가

 높
기

 때
문
에

 소
자
의

 물
리
적

 손
상
이
나

 불
순
물
의

 침
입
을

 막
기

 위

한
 보
호
막
으
로

 사
용
된
다

. 그
러
나

 P
la

sm
a 
화
학

 증
착
법
으
로

 증
착
된

 N
itr

id
e 
막
은

 s
tr

es
s가

 크
기

 때
문
에

 하
부
의

 금
속
층

의
 s

tr
es

sm
ig

ra
tio

n(
열
팽
창

 계
수
의

 차
이

) 특
성
에

 큰
 영
향
을

 주
므
로

 증
착
막
의

 s
tr

es
s조
절
이

 중
요
하
고

 1
00

00
Å

 이
상
의

 

두
께
에
서

 n
itr

id
e 
막

 증
착
시

 형
성
되
어

 약
한

 결
합
을

 하
고

 있
는

 H
yd

ro
ge

n 
이
온
이

 후
속

 열
공
정
에

 의
해

 밖
으
로

 확
산
되
어

 

M
ic

ro
 C

ra
ck

in
g을

 유
발
시
키
는

 단
점
이

 있
다

. 

특
성

저
온

(4
00

C
) 에
서

 양
질
의

 N
itr

id
e 

Fi
lm
을

 증
착
하
여

 외
부
로
부
터

 D
ev

ic
e를

 

보
호

 및
 격
리

 시
키
는

 절
연
막

- 기
계

 화
학
적

 내
성
이

 우
수

- P
in

 H
ol

e 
de

ns
it

y 
가

 낮
음

* 
10

00
 Å

 ~
 3

00
0 
Å

 : 
no

rm
al

 s
tr

es
s

   
 5

00
0 
Å

 ~
 2

um
: l

ow
 s

tr
es

s

O
x

id
a

ti
o

n
 T

h
ic

k
n

e
s
s
 C

o
lo

r 
C

h
a

rt

F
IL

M
밀
도

(g
/㎤

)
굴
절
율

비
유
전
율

B
a
n

d
 G

a
p

(e
V

)

Si
O

2
2.

2
1.

46
3.

9
8

Si
3N

4
3.

1
2.

05
6.

9
5.

1

3
. 
S

il
ic

o
n

 E
p

it
a
x

y

소
자
에
의

 응
용
을

 위
한

 결
정
성
장
방
법

 중
의

 하
나
는

 단
결
정
으
로

 이
루
어
진

 웨
이
퍼

 상
에

 얇
은

 박
막
결
정
을

 성
장
시
키
는

 것
이
다

. 

이
 과
정
에
서

 기
판
은

 그
 위
에

 새
로
운

 결
정
을

 성
장
시
키
는

 시
드

 결
정

(s
ee

d 
cr

ys
ta

l)이
 되
며
,  새

 결
정
은

 기
판
과

 같
은

 결
정
구

조
 및

 방
향
성
을

 가
진
다

. 이
렇
게

 기
판

 웨
이
퍼

 위
에

 같
은

 방
향
성
을

 갖
는

 단
결
정

 막
을

 기
르
는

 기
술
을

 에
피
택
셜

 성
장

(e
pi

ta
xi

al
 

gr
ow

th
) 또
는

 에
피
택
시

(e
pi

ta
xy

) 라
 한
다

. 에
피
택
시
는

 성
장
되
는

 결
정
이

 기
판

 결
정
과

 같
은

 물
질
인

 경
우
인

 호
모

 에
피
택
시

(h
om

oe
pi

ta
xy

)와
 결
정
들
이

 서
로

 유
사
한

 격
자
구
조
를

 갖
지
만

 다
른

 물
질
인

 경
우
인

 헤
테
로

 에
피
택
시

(h
et

er
oe

pi
ta

xy
)로

 

구
분
된
다

. 에
피
택
시
는

 기
판

 결
정
의

 용
융
점
보
다

 훨
씬

 낮
은

 온
도
에
서

 행
해
지
며
,  성
장
막
의

 표
면
에

 적
절
한

 원
자
를

 공
급
하
기

 

위
하
여

 다
양
한

 방
법
이

 사
용
된
다

. 

현
재

 주
로

 사
용
되
고

 있
는

 방
법
에
는

 액
상

 에
피
택
시

(li
qu

id
 p

ha
se

 e
pi

ta
xy

; L
PE

),  
기
상

 에
피
택
시

(v
ap

or
 p

ha
se

 e
pi

ta
xy

; 

V
PE

),  
그
리
고

 분
자
선

 에
피
택
시

(m
ol

ec
ul

ar
 b

ea
m

 e
pi

ta
xy

; M
B

E)
 등
이

 있
고

 이
러
한

 성
장
방
법
들
에

 의
해

 S
i과

 G
aA

s를
 

포
함
하
는

 광
범
위
한

 반
도
체

 박
막

 결
정
들
이

 키
워
지
고

 있
다

. 특
히

 화
합
물

 반
도
체
를

 이
용
한

 전
자

 및
 광
전
자

 소
자
의

 구
현
에

 있

어
 에
피
택
시

 공
정
은

 필
수
적
인

 공
정
이
다

4
. 
S

O
I-

W
a
fe

rs

S
O

I(S
ili

co
n 

O
n 

In
su

la
to

r)
 w

af
er

: 반
도
체

 소
자
간
의

 전
기
적

 격
리
를

 더
욱

 강

화
시
키
기

 위
해
서

 실
리
콘
과

 실
리
콘

 사
이
에

 유
전
제

(S
iO

2)
 층
을

 만
들
어

 놓
은

 것
. 

제
조

 방
법
은

 P
ol

is
he

d 
w

af
er
에

 S
iO

2를
 성
장
시
키
고

 이
 위
에

 p
ol

is
he

d 

w
af

er
 한
장
을

 붙
인

 다
음

 한
쪽

 w
af

er
를

 적
절
한

 두
께
만

 남
기
고

 갈
아
내
서

 만

든
다

. S
O

I w
af

er
가

 쓰
이
는

 곳
은

 C
PU

 처
럼

 아
주

 민
감
한

 반
도
체

 제
품
의

 제
조

에
 쓰
인
다

. S
O

I 웨
이
퍼
는

 절
연
체

(열
산
화
막

)로
 차
단
된

 얇
은

 무
결
점

 실
리
콘
층
을

 

제
공
하
기

 때
문
에

 절
연
벽
이
나

 웰
(W

el
l)형
성

 공
정

 등
을

 줄
일

 수
 있
어

 반
도
체

 업

체
는

 제
품

 개
발

 및
 생
산
기
간
과

 비
용
을

 줄
일

 수
 있
고

 또
한

 현
재
의

 장
비
를

 그
대

로
 사
용
하
거
나

 오
히
려

 줄
일

 수
 있
어

 설
비
투
자
에

 대
한

 부
담
이

 적
다

. 따
라
서

 S
O

I 

웨
이
퍼
의

 가
격
이

 기
존

 실
리
콘

 웨
이
퍼
에

 비
해

 다
소

 비
싸
더
라
도

 전
체
적
인

 생
산

비
용
이

 줄
어
들
기

 때
문
에

 오
히
려

 더
 큰

 이
익
을

 얻
을

 수
 있
다

. S
O

I 웨
이
퍼
나

 이

를
 사
용
한

 반
도
체

 제
품

 모
두

 초
기

 단
계
이
며

 군
수
용

 및
 항
공

 우
주
산
업
의

 고
성

능
 마
이
크
로
프
로
세
서
,  초
고
집
적

 메
모
리
나

 절
전

 효
율
을

 요
구
하
는

 휴
대
통
신
부

문
 등
을

 중
심
으
로

 수
요
가

 확
대
되
고

 있
다

. 
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